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[はじめに] 近年、Al1-xScxN(AlScN)薄膜において、圧電定数の増加[1]、強誘電性の発現[2]が報告

され、注目されている。AlScN 薄膜は大きな内部応力を持つことが知られており、また先行研究

の殆どが配向膜に関するものである。エピタキシャル薄膜では、格子歪により応力制御できるこ

とが知られているが、AlScN薄膜での報告は少ない。そこで本研究では、RFマグネトロンスパッ

タ法により AlScNの(111)Si上へのエピタキシャル成長に取り組んだ。 

 [実験および結果](0001)AlScN 薄膜を成長させるために基

板には(111)Siウエハを用いた。製膜装置の構成図を Fig. 1に

示す。ターゲットを斜めに配置することで、膜厚傾斜が付け

られるようになっている。バッファ層として TiN 下部電極

を Si基板に一様にエピタキシャル成長させ、その上に AlSc

ターゲット(Sc 30 %)を用いて、RF電力 100 W、製膜圧力 0.83 

Pa、Ar/N2 = 1の条件で AlScNを製膜した。Fig. 2に、X線回

折 2θ-ω測定の結果を示す。AlScN が c 軸配向して成長し

ていることが分かる。異相や異配向グレインの存在を示すピ

ークは確認されなかった。X 線回折 φ 測定によりエピ

タ キ シ ャ ル 成 長 し て お り 、 面 内 方 位 関 係 は

AlScN<101̅1  //TiN<110 //Si<110 であることが確認でき

た。また、中心での格子定数が他の位置と比較して 0.27 %

程度大きくなっていることが分かる。これは、製膜条件を

変化させた先行研究[3][4]の格子定数変化と同程度の値

であり、基板温度の分布によって生じた可能性が考えら

れる。当日は、製膜条件を変化させた際のエピタキシャル

成長とその誘電特性について議論する。 
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Fig. 2 XRD 2θ-ω  scan profiles 

of AlScN films at various position.  
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Fig. 1 Schematic Ilustration 

of the sputtering system. 
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